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A plating bath which accommodates an insoluble 
node and a printed-circuit board, and a copper 
dissolved bath which supplies copper ions are 
arranged. The insoluble anode Is arranged as 
opposed to the printed-circuit board being a 
cathode, and a forward/reverse current is applied 
between both of the electrodes. Iron ions are 
added to a plating solution. 
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ufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
Elektrolytisches Plattierungsverfahren und Vorrichtung fur eine Leiterbahnplatine 



Ein Plattierungsbad, welches eine unldsliche Anode 
und eine Platine fur gedruckte Schaltungen versorgt, und 
ein Bad mit einer Kupferldsung fur die Zufuhr von Kupfe- 
rionen ist angeordnet. Die unldsliche Anode ist der Pla- 
tine fur gedruckte Schaltungen als Kathode gegenuberlie- 
gend angeordnet, und ein Durchlass-/Sperrstrom wird 
zwischen den beiden Elektroden angelegt Eisenionen 
werden der Plattierungsldsung hinzugefugt. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektrolytisches Plattie- 
rungsverfahren und eine Vorrichtung zum Aufifullen einer in 
einer Leiterbahnplatine ausgebildeten Mikrodurchverbin- 5 
dung mit einer Metallplattierung. 

[0002] Fiir elektrische Anwendungen wie etwa ein zellu- 
lares Telefon, eine Videokamera, einen Notebook-Computer 
usw. wird die Anbringung von hochdichten Komponenten 
gefordert Als Umsetzung d^ hochdichten Anbringung wird lO 
eine Aufbauplatine (engl.: buildup board), auf der eine Lei- 
teibahnschicht und eine Isolationsschicht aufeinanderfol- 
gend ausgebildet werden, eine Platine flir gedruckte Schal- 
tungen in einer Allschichtmikrodurchverbindungsbauart, an 
die mit darauf ausgebildeten Mikrodurchverbindungen ver- 15 
sehene Leita-bahnplatinen durch Hitze und Druck ange- 
bracht werden, und ahnliches vorgeschlagen. 
[0003] Bei einer bekannien Platine in Buildup-Technolo- 
gie werden Mikrolocher (Mikrodurchverbindungen) auf ei- 
ner Isolationsschicht ausgebildet, und die Innenseite und der 20 
Boden der Locher werden metallplattiert, so dass Leiter- 
bahnschichten iiber und unter der Isolationsschicht elek- 
trisch verbunden sind. 

[0004] Bei diesem Verfahren ist es jedoch schwierig, im 
weiteren eine Durchverbindung iiber der anderen auszubil- 25 
den und die Locher sicher elektrisch zu verbinden. Daher 
kann nach Stapelung von Mikrodurchverbindungen kein 
"Land" mehr auf einer Mikrodurchverbindung angeordnet 
werden. Aufgrund derartiger Beschrankungen beim Struk- 
turentwurf kann die Gesamtheit des Strukturentwurfs nicht 30 
ohne automatisches Leiterbahnwerkzeug ausgebildet wer- 
den, wahrend ein Teil des Entwurfs manuell ausgebildet 
werden muss. Foiglich ist eine lange Zeitdauer erforderlich, 
um eine Platine fiir gedruckte Schaltungen zu entwerfen. 
[0005] ZAir Beseitigung dieses Problems wird eine Tech- 35 
nik zum AuffuUen von Mikrodurchverbindungen durch 
elektrolytische Plattierung vorgeschlagen. Die japanische 
Patentoffenlegungsschrift mit der Veroffentlichungsnum- 
mer 8469 ofifenbart beispielsweise eine Auffiillungstechnik 
fiir Mikrodurchverbindungen, indem eine elektrische Me- 40 
taHplattierung mit einer PR-Elektrolyse durchgefuhrt wird, 
nachdem eine nichtelektrische Metallschicht ausgebildet 
wird. 

[0006] Bei dem durch die vorstehend beschriebene Verof- 
fentlichung oflfenbarten Plattierungsverfahren unter ^fer- 45 
wendung einer PR-Elektrolyse muss jedoch der Plattie- 
rungsvorgang fiir eine lange Zeit durchgefiihrt werden (bei- 
spielsweise 2 Std. Oder langer), damit die Mikrodurchver- 
bindungen aufgefiiUt werden. Daher stdgen die Herstel- 
lungskosten fiir eine Platine fiir gedruckte Schaltungen, und 50 
die Verwendung einer Platine fiir gedruckte Schaltungen auf 
Massenproduktionsniveau ist schwierig. Zusatzlich werden 
Versuche untemommen, die Dichte des elektrischen Stro- 
mes zur Verkiirzung der Plattierungszeit zu verbessem. Da- 
bei treten jedoch dahingehend Probleme auf, dass etwa ein 55 
Leerraum wahrend der Plattierung entsteht, oder eine plat- 
tierte Oberflache rau wird. 

[0007] Femer offenbart die japanische Patratoffenle- 
gungsschrift mit der Veroffentlichungsnummer 507 106 zur 
Losung der auftretraden Probleme, wenn eine losliche An- 60 
ode verwendet wird, ein MetaUplattierungsverfahren unter 
Verwendung einer unloslichen Anode und einer Plattie- 
rungslosung, der ein Oxidations-Reduktions-Bestandteil 
hinzugefiigt wird. 

[0<K)8] Bei der vorstehend beschriebenen Druckschrift 65 
wird jedoch nicht von einem elektrolytischen Plattierungs- 
vorgang unter Verwendung einer Gleichstromquelle ausge- 
gangen, und es wird kein Plattierungsverfahren zur Aufiful- 
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lung von Mikrodurchverbindungen auf einer Platine fiir ge- 
druckte Schaltungen mit nur kurzer Dauer angegeben. 
[0009] Demzufolge liegt der vorliegenden Erfindung die 
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Auffiillen von Mikro- 
durchverbindungen auf einer Platine fiir gedruckte Schal- 
tungen in kurzer Zeit anzugeben. 

[0010] ErfindungsgemaB wird eine Platine fiir gedruckte 
Schaltungen als erstem Pol und eine unlosliche Elektrode 
als dem anderen Pol verwendet; und elektrolytisches Plattie- 
ren durch Anlegen eines Durchlass-ZSperrstroms unter Ver- 
wendung einer MetaUplattierungslosung durchgefiihrt, wel- 
che 0,1 gA Oder mehr Eisenionen enthalt, so dass in der Pla- 
tine fiir gedruckte Schaltungen ausgebildete Mikrodurch- 
verbindungen durch eine Metallplattierung aufgefiiUt wer- 
den. 

[0011] ErfindungsgemaB wird elektrolytisches Plattieren 
durch Anlegen eines Durchlass-/SperrsU-oms unter Verwen- 
dung einer MetaUplattierungslosung mit Eisenionen von 
0,1 g/1 oder mehr durchgefiihrt, wodurch Mikrodurchver- 
bindungen innerhalb kiirzerer Zeit als bei einem bekannten 
Veifahren aufgefiiUt werden konnen, und eine Metallschicht 
mit einer glatten Oberfiachencharakteristik ausgebildet wer- 
den kann. FolgUch konnen Mikrodurchverbindungen inner- 
halb kurzer Zeit ausgebildet werden, welche Leiterbahn- 
schichten iiber und unter einer Isolationsschicht elektrisch 
verbinden, wodurch die HersteUungskosten fur eine viel- 
schichtige Platine fiir gedruckte Schaltungen bedeutend re- 
duziert werden. 

[0012] Als elektrolytisches Plattierungsverfahren ist bei- 
spielsweise ein elektrolytisches Spenpulsverfahren unter 
Anwendung eines gepulsten Durchlass-ZSperrstroms ver- 
fiigbar. 

[0013] Femer kaim die Plattierungsldsung geriihrt wer- 
den, damit sie paraUel zu der zu plattierenden Oberflache 
der Platine fur gedruckte Schaltungen fiieBt. Dabei kann die 
Hussmenge der Plattierungsldsung in Abhangigkeit von 
dem Durchmesser oder der Hefe einer Mikrodurchverbin- 
dung gesleuert werden. 

[0014] Mit der vorstehend beschriebenen Kon figuration 
kann die Ablagerungsgeschwindigkeit der Metallplattierung 
auf der Oberflache der Platine fiir gedruckte Schaltungen 
und derjenigen der MetaUplattierung innerhalb einer Mikro- 
durchverbindung geeignet gesteuert werden. Demzufolge 
kann eine tiefe Mikrodurchverbindung mit einem kleinen 
Durchmesser ohne Erzeugung eines Leerraums oder dhnli- 
ches innerhalb des Loches aufgefiiUt werden. 
[0015] Nachstehend wird die vorUegende Erfindung an- 
hand von bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen unter Bezug- 
nahme auf die beiliegende Zeichnung naher beschrieben. Es 
zeigen: 

[0016] Fig, 1 den HersteUungsvorgang fiir eine viel- 
schichtige Platine fiir gedruckte Schaltungen; 
[0017] Fig. 2 ein elektrolytisches Plattierungsverfahren 
gemaB einem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel; 
[0018] Fig. 3 den Russ der Plattierungslosung; 
[0019] Fig. 4 die Wellenform eines Plattierungsstroms; 
[0020] Fig. 5 die Platderungsbedingungen von Proben; 
[0021] Fig. 6 die Ergebnisse einer Messung des Rauheits- 
grades von Oberflachen bei den Proben; 
[0022] die Fig. 7A und 7B die Schnittansicht dner Mikro- 
durchverbindung gemafi dem bevorzugten Ausfiihrungsbei- 
spiel; und 

[0023] Fig. 8 eine Schnittansicht einer Mikrodurchverbin- 
dung, wenn sie mit einCT Plattierungslosung plattiert wird, 
die nicht Eisenionen enthalt. 

[0024] Zunachst wird der HersteUungsvorgang fiir eine 
vielschichtige Platine fur gedruckte Schaltungen unter Be- 
zugnahme auf Fig. 1 beschrieben. 
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[0025] Eine Leiterbahnstruktur (Leiterbahnschicht) 11' 
wird durch das Atzen einer auf einem Harzkern 12 wie etwa 
cinem Glasepoxid oder ahnlichem gestapelten Kupferfolie 
(Leitungsschicht) ausgebildet (Ablaufschritte (1) und (2) in 
Fig. 1). Scxlann wird eine Isolationsschicht 13 auf der Lei- 5 
terfoahnstruktur ausgebildet (Ablaufschritt (3) in Fig. 1). In 
die Isolationsschicht 13 werden nnit einem Laser oder ahnli- 
chem Locher gebohrt, so dass Mikrodurchverbindungen 14 
ausgebildet werden (Ablaufschritt (4) in Fig. 1). Danach 
wird eine kupferplattierte Schicht 15 durch elektrolytisches lO 
Plattieren oder ^nliches zur Auffullung der Mikrodurch- 
verbindung ausgebildet (Ablaufschritt (5) in Fig. 1). Bei 
dem Plattierungsablaufschritt (5) aus Fig. 1 werden nach 
Ausbildung einer dunnen Leitungsschicht durch chemische 
Plattierung oder ahnliches auf der Leiterbahnstruktur 11' auf 15 
dem Grunde der Isolationsschicht 13 und der Mikrodurch- 
verbindungen 14 die Mikrodurchverbindungen 14 durch 
eine spengepulste elektrolytische Plattierung zur Ausbil- 
dung der kupferplattierten Schicht 15 aufgefulll. Daraufhin 
wird eine Leiterbahnstruktur 15' durch Atzen der kupferplat- 20 
tierten Schicht 15 ausgebildet (Ablaufschritt (6) in Fig. 1). 
Als Ergebnis konnen die Leiterbahnstrukturen 11' und 15' 
iiber und unter der Isolationsschicht 13 elektrisch verbunden 
werden. 

[0026] Die Auffiillungstechnik fiir Mikrodurchverbindun- 25 
gen durch sperrgepulstes elektrolytisches Plattieren ist bei- 
spielsweise wiedergegeben in "Gist of the 1(X)* Lecture", 
Surface Finishing Society of Japan, 6. und 7. Oktober 1999. 
[0027] Nachstehend wird ein elektrolytisches Plattie- 
rungsverfahren fiir eine Platine fiir gedruckte Schaltungen 30 
gemaB dem vorliegenden bevorzugten Ausfiihningsbeispiel 
unter Bezugnahme auf Fig. 2 beschrieben. 
[0028] Ein Plattierungsbad 21 ist aus unldslichen Anoden 
22, einer Platine fiir gedruckte Schaltungen als Kathode 23, 
eine Energieversorgungsquelle 24 zum Anlegen eines 35 
Durchlass-ZSperrstromes zwischen den Elektroden sowie ei- 
ner Eisenionen beinhaltenden Kupferplattierungslosung zu- 
sammengesetzt. Zur Verbreiterung der Oberflachenbereiche 
der Elektroden wird eine Elektrode mit vielen Ofifoungen 
wie etwa ein Streckmetall oder ahnliches fur jede der unlos- 40 
lichen Anoden 22 verwendet. 

[0029] AuBerdem sind die Bader mit Kupferlosungen 25 
fur die Zufuhr von Kupferionen an das Plattierungsbad 21 
angeordnet, und die I^ung innerfialb der Bader mit Kup- 
ferlosung 25 und die Plattierungslosung innerhalb des Plat- 4S 
tierung shades 21 werden durch eine Zirkulationspumpe 26 
in Zirkulation versetzt. 

[0030] GemaB dem vorliegenden bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiel wird ein Eisenion "Fe^'*'" der Plattierungslo- 
sung hinzugefugt, so dass "Fe^"^+e" aus "Fe^*^" in der Umge- 50 
bung der unloslichen Anoden 22 gemaB Fig. 2 erzeugt wird. 
[0031] In den Badem mit Kupferlosung 25 werden "Cu^"^" 
sowie "Fe^^" durch die Losungsreaktion zwischen dem 
Kupferwerkstoff innerhalb den Badem mit Kupferiosung 25 
und dem durch jede der unldslichen Anoden 22 erzeugten 55 
und zu den Kupferlosungsbadem 25 beforderten "Fe^*" er- 
zeugt. 

[0032] Bei der Kathode 23 wild Cu aus "Cu^*" abgelagert, 
was aus den Kupferlosungsbadem 25 zugefuhrt wird, so 
dass eine kupferplattierte Schicht auf der Platine fiir ge- 60 
druckte Schaltungen ausgebildet wird. Gleichzeitig wird aus 
dem durch die unloslichen Anoden 22 erzeugten "Fe-*'*"-l-e" 
jeweils "Fe^"^" ausgebildet. 

[0033] "Fe^"^" wird namlich aus dem in der Plattierungslo- 
sung als Resultat der elektrolytischen Reaktion der unlbsli- 65 
chen Anoden 22 beinhaiteten Eisenion "Fe^*^" erzeugt, und 
"Cu^^" sowie "Fe2+" werden durch "Fe^*" und dem Kupfer- 
werkstoff innerhalb des Bades mit Kupferiosung 25 erzeugt. 
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Daher wird das Kupferion "Cu^"*"" und das Eisenion "Fe^**"", 
welches der Plattierungslosung hinzugefiigt und durch die 
Reaktion der unloslichen Anoden 22 konsumiert wird, fort- 
wahrend von den Badem 25 mit Kupferiosung zugefuhrt 
[0034] Fig. 3 zeigt den Russ der Plattierungslosung inner- 
halb des Plattierungsbades 21 gemaB dem voriiegenden be- 
vorzugten AusfQhrungsbdspiel. 

[0035] Die Kathode (Pladne fiir gedruckte Schaltungen) 
23 ist in der Mitte des Plattiemngsbades 21 angeordnet, und 
die beiden in vemetzten Zustand befindlichen unloslichen 
Anoden 22 sind beziiglich der Platine 23 fur gedruckte 
Schaltungen gegenuberliegend angeordnet. Die Plattie- 
rungslosung wird durch die Zirkulationspumpe 26 in der be- 
ziiglich Fig. 3 rechten Richtung in Zirkulation versetzt Ge- 
nauer wird die Plattierungslosung so in Zirkulation versetzt, 
dass sie parallel zu der mit einer vorbestimmten Russmenge 
zu plattierenden Oberflache flieBt Indem die Plattiemngslo- 
sung parallel zu der zu plattierenden Oberflache der Pladne 
23 fiir gedruckte Schaltungen flieBt, werden Mikroverbin- 
dungslocher voUstandig aufgefiillt, und es kann eine plat- 
tierte Schicht mit einer geeigneten Schichtdicke ausgebildet 
werden. Dies kann als umgesetzt betrachtet werden, weil die 
Ablagemngsgeschwindigkeit von Kupfer auf der Oberfla- 
che der Platine 23 fiir gedmckte Schaltungen und der von 
Kupfer innerhalb der Durchverbindungen eingesteUt wer- 
den kann, indem beispielsweise die Plattierungslosung par- 
allel zu der Oberflache der Platine 23 fur gedruckte Schal- 
tungen flieBt, damit die auf der Oberflache der Platine 23 fiir 
gedruckte Schaltungen existierende Menge von "Fe^*" ge- 
steuert wird. 

[0036] Nachstehend werden Plattierungsbedingungen und 
Bewertungsergebnisse eines Plattierungsvorgangs beschrie- 
ben, wenn eine Mikrodurchverbindung mit einer Tiefe von 
50 pm, die in einer Isolationsschicht ausgebildet ist, nut dem 
Plattierungsverfahren gemaB dem vorliegenden bevorzug- 
ten Ausfiihrungsbeispiel aufgefiillt wird. 
[0037] Die gmndsatzliche Zusammensetzung der bei die- 
sem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel verwendeten Plattie- 
rungslosung ist wie nachstehend angegeben: 
Kupfersulfat • 5 Hydrate: 235,7 g/1 
Schwefelsaure: 60 g/l 

organische Additive (oberflachenaktiver Wrkstoff wie etwa 
d&c durch Atotec Co,, Ltd. bereitgestellte Impuls Leveler) 
organische Additive (Aufheller wie etwa der durch Atotec 
Co., Ltd. bereitgestellte Impuls Brightener) 
Chlorionen: 40 mgA 
Eisenionen: 15 g/l (oder 0,1 g/l) 

[0038] Bei diesem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel wird 
ein sperrgepulstes elektrolytisches Plattieren durch Anlegen 
eines gepulsten Durchlass-/Sperrstroms an die Elektroden 
durchgefiihrt. Der an die beiden Elektronen angelegte Plat- 
tierungsstrom ist ein gepulster Durchlass-ZSperrstrom mit 
einer Durchlassstromdauer Tl von 40 ms und einer Speir- 
stromdauer T2 von 2 ms, wie es in Fig. 4 gezeigt ist Femer 
ist die durchschnittliche Stromdichte in der Kathode auf 
3 A/dm^ eingestellt. 

[0039] Fig. 5 zeigt die Plattierungsbedingungen fiir die 
Proben 1 bis 3 einer Platine fiir gedruckte Schaltungen, fur 
die eine elektrolytische Sperrpulsplattiemng durchgefiihrt 
wurde, namlich die in der Plattiemngslosung enthaltene 
Menge von Eisenionen, die durchschnittliche Stromdichte, 
die Plattierungszeit sowie die Dicke der plattierten Schicht 
[0040] Bei Probe 1 wurde die Plattierung fiir 33,3 Min. 
mit einer durchschnittUchen Stromdichte von 3 A/dm^ in ei- 
ner Plattierungslosung durchgefuhrt, welche keine Eisenio- 
nen enthalt 

[0041] Bei Probe 2 wurde die Plattierung fiir 33,3 Min. 
mit einer durchschnittUchen Stromdichte von 3 A/dm^ in ei- 
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ner Plattieningslosung durchgefiihrt, welche 15 gA Eisenio- 
nen enthalt. 

[0042] Bei Probe 3 wurde die PlaXtierung fiir 33,3 Min. 
mit einer durchschnittlichen Stromdichte von 3 A/dm^ in ei- 
ner Plattierungslosung durchgefiihrt, die 0,1 gA Eisenionen 5 
enthalt. 

[0043] Fig, 6 zeigt die Eigebnisse der Messung des Rau- 
heitsgrades der plattierten Oberflachen der Proben 1 bis 3 
unter Verwendung dnes Rauheitsmeters in der Bauart mil 
Beriihningsnadeln. to 
[0044] Bei dieser Figur betragt der duichschnittliche Wert 
des Rauheitsgrades der plattieitra Oberflache von Probe 1 
3,496 itm, fiir welche die elektrolytische Sperrpulsplattie- 
rung fiir 33,3 Min. mit der keine Eisenionen enthaltenden 
Plattierungslosung durchgefiihrt wurde, wohingegen der 15 
Durchschnittswert des Rauheitsgrades der plattierten Ober- 
flache von Probe 3 2,830 pm betrug, bei der die elektrolyti- 
sche Sperrpulsplattierung mit 33,3 Min. mit einer 0,1 g/1 Ei- 
senionen enthaltenden Plattierungslosung durchgefiihrt 
wurde. Genauer kann verifiziert werden, dass eine glatter 20 
plattierte Oberflache mit Probe 3 erfaalten werden kann, fur 
die die Plattierung mit der Platti^ungslosung mit Eisenio- 
nen durchgefiihrt wurde. 

[0045] Femer lag der Durchschnittswert fur den Rauheits- 
grad der plattierten Oberflache von Probe 2 bei 1,821 pm, 25 
fiir welche die elektrolytische Sperrpulsplattierung fiir 33,3 
Min. mit der Plattierungslosung mit 15 g/1 Eisenionen 
durchgefiihrt wurde, und eine noch glattere plattierte Ober- 
flache als dies kann mit der Plattierungslosung mit 0,1 g/1 
Eisenionen erhalten werden. 30 
[0046] Fig* 7A zeigt die Schnittansicht einer Mikrodurch- 
verbindung, wenn die elektrolytische Sperrpulsplattiemng 
mit der 15 g/1 Eisenionen enthaltenden Plattieruagslosung 
unter den vorstehend beschriebenen Bedingungen durchge- 
fiihrt wurde. Fig. 7B zeigt wahrenddessen die Schnittansicht 35 
einer Mikrodurchverbindung, wenn die elektrolytische 
Sperrpulsplattierung unter Verwendung der 0,1 gA Eisenio- 
nen enthaltenden Plattierungslosung durchgefiihrt wird. 
[0047] Zudem zeigt Fig, 8 die Schnittansicht einer Mikro- 
durchverbindung, wenn die elektrolytische Spenpulsplattie- 40 
rung mit der Plattierungslosung ohne Eisenionen durchge- 
fiihrt wild. 

[0048] Es ist anzumerken, dass sich die Mikrodurchver- 
bindung verjungt, der Durchmesser der Ofihung des Loch 
betragt namlich 40 pm, wahrend der Durchmesser am 45 
Grunde des Loches 25 pm und die Tiefe 50 pm beU^gt. 
[0049] Falls die elektrolytische Sperrpulsplattierung fiir 
33,3 Min. mit der Plattierungslosung mit 15 gA Eisenionen 
enthaltenden Plattierungslosung durchgefiihrt wird, wird die 
Mikrodurchverbindung vollstandig aufgefiillt und die kup- 50 
ferplatlierte Oberflache ist glatt, wie es in Fig. 7A gezeigt 
isL Da der Hohlraum in der Mitte der Mikrodurchverbin- 
dung im Vergleich zu seiner Hefe (50 pm) kleiner ist, macht 
dies in der Praxis nichts aus. 

[0050] Falls die elektrolytische Sperrpulsplattierung fur 55 
33,3 Min. mit der 0,1 gA Eisenionen enthaltenden Plattie- 
rungslosung durchgefiihrt wird, wird die Mikrodurchverbin- 
dung vollstandig aufgefiillt, wie es in Fig. 7B gezeigt ist 
Obwobl die kupferplattierte Oberflache leicht rauer als die 
gemaB Fig. 7A ist, hat dieses Niveau in der Praxis keine Be- 60 
deutung. 

[0051] Fig. 8 zeigt zum Vergleich die Schnittansicht einer 
Mikrodurchverbindung, wenn die elektrolytische Sperrpuls- 
plattierung mit der Plattierungslosung ohne Eisenionen un- 
ter den vorstehend beschriebenen Bedingungen durchge- 65 
fiihrt wird. Dabei wird die Mikrodurchverbindung aufge- 
fiillt, aber die kupferplattierte Oberflache wird im Vergleich 
zu dem Fall rauer, wenn gemaB Fig. 7B die Plattierung mit 
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da* Plattierungslosung mit 0,1 gA Eisenionen durchgefiihrl 
wird. Falls eine plattierte Oberflache rau ist, wird die Struk- 
tur auf der unteren Oberflache eines Resisllackes abge- 
schabt, wenn der Resistlack zum Atzen der Struktur ausge- 
bildet wird, was zu einer Inhomogenitat der Breite der 
Struktur fiihrt Daher kann verifiziert werden, dass eine Lei- 
terbahnstruktur von hoherer Qualitat mit der Plattierungslo- 
sung mit Eisenionen gemafi den F^. 7A oder 7B erhalten 
werden kann. 

[0052] Aus den Ergebnissen der Veigldcbe zwiscben den 
Rauheitsgraden der plattierten Oberflache und der Schnitt- 
ansicbten der Mikrodurchverbindungen gemafi den Fig. 7 A, 
7B und 8 kann verifiziert werden, dass Mikrodurchverbin- 
dungen in einer kiirzeren Zeit (ungefahr 33,3 Min.) als bei 
einem bekannten Verfahren aufgefiillt werden konnen, in- 
dem Eisenionen einer Plattierungslosung mit 0,1 gA oder 
mehr hinzugefiigt werden, sowie indem eine elektrolytische 
Sperrpulsplattierung durchgefiihrt wird, und gleichzeitig 
kann eine glatte plattierte Oberflache ausgebildet werden. 
Von dem Eigebnis des Falles ausgehend, wenn die Plattie- 
rung mit der Plattierungslosung ohne Eisenionen unter d^ 
gleichen Bedingungen durchgefiihrt wird, kann femer veri- 
fiziert werdrai, dass die Glattungswirkung fiir eine plattierte 
Oberflache durch das Hinzufiigen von Eisenionen hoch ist 
[0053] GemaB dem vorstehend beschriebenen bevorzug- 
ten Ausfiihrungsbeispiel werden Eisenionen einer Kupferlo- 
sung hinzugefugt sowie eine elektrolytische Sperrpulsplat- 
tierung durchgefiihrt, wodurch Mikrodurchverbindungen in 
kurzer Zeit aufgefiillt werden konnen sowie deren Oberfla- 
che nahezu geglattet werden kann. 

[0054] Zusatzlich flieBt die Platderungslosung parallel zu 
der zu platdeienden Oberflache (die Oberflache auf der Mi- 
krodurchverbindungen ausgebildet werden) einer Platine fur 
gedruckte Schaltungen als Kathode, wodurch die Plattie- 
rungscharakterisdk weiler verbessert wird. Weiterhin kann 
durch Steuenmg der Flussmenge einer Plattierungslosung 
auf einen geeigneten Wert die Ablagerungsgeschwindigkeit 
an der Oberflache der Kathode 23 und der von Kupfer inner- 
halb einer Mikrodurchverbindung auf einen gewunschtra 
Wert eingestellt werden. 

[0055] Bei dem vorstehend beschriebenen bevorzugten 
Ausfiihrungsbeispiel wird "Fe^"*"" einer Kupferplattierungs- 
losung hinzugefiigt Die vorliegende Erfindung ist jedoch 
nicht auf "Fe^^" beschrankt, imd es konnen andere Oxidati- 
ons-Reduktions-Bestandteile hinzugefiigt werden. Die vor- 
liegende Erfindung kann ebenso auf von Kupfer verschie- 
dene Metallplattierungsvorgange angewendet werden. Die 
Anlegungszeit fiir den Durchlass-ZSperrstrom fiir die Plattie- 
rung, die Stromdichte fiir die Elektrode, die Zusammenset- 
zung einer Plattierungslosung, die Platuerungszeit, usw. 
sind femer nicht auf die bei dem vorstehend beschriebenen 
bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel Umgesetzten beschrankt 
Es kann beispielsweise eine beliebige Zusammensetzung 
verwendet werden, falls sie fiir die elektrolytische Plattie- 
rung von Kupfer und anderen Metallen verfiigbar ist 
[0056] Dariiber hinaus ist die Richtung, in der man eine 
Plattierungslosung nach oben oder nach unten flieBen lasst, 
nicht auf recbts und links beschrankt Das Wesentliche ist, 
dass die Plattienmgslosung parallel zu der plattiert ge- 
wunschten Oberflache einer Platine fiir gedruckte Schalmn- 
gen flieBt Die vorliegende Erfindung kann auf ein Viel- 
schichlsubstrat angewendet werden, auf dem eine Halblei- 
tervorrichtung angebracht ist, oder ahnliches, und ist nicht 
auf eine vielschichtige Platine fiir gedruckte Schaltungen 
beschrankt 

[0057] ErfindungsgemaB werden Mikrodurchverbindun- 
gen in kurzer Zeit aufgefiillt, und es kann eine Melallschicht 
mit einer glatten Oberflachencharakteristik ausgebildet wer- 
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den. Genauer konnen Mikrodurchverbindungen in kurzer 
Zeit ausgebildet werden, welche Leiterbahnschichten iiber 
und unter einer Isolationsschicht elektrisch verbinden, wo- 
durch die Herstellungskosten einer vielschicbdgen Leiter- 
bahnplaline bedeutend reduziert werden. 5 
[0058] So ist namlich ein Plattierungsbad angegeben, wel- 
ches eine unlQsliche Anode und cine Platine fiir gedruckte 
Schaltungen versorgt, und ein Bad mit einer Kupferlosung 
fiir die Zufuhr von Kupferionen ist angeordnet. Die unlosli- 
che Anode ist der Platine fiir gedruckte Schaltungen als Ka- lO 
thode gegeniiberliegend angeordnet, und ein Durchlass- 
/Sperrstrom wird zwischen den beiden Elektroden angelegt. 
Eisenionen werden der Plattierungsl6sung hinzugefUgt. 

Patentanspriiche 15 

1. Elektrolytisches Plattierungsverfahien mit den 
Schritten: 

Verwenden einer Leiterbahnplatine (23) als erstem Pol 
und einer unloslichen Elektrode (22) als dem anderen 20 
Pol; und 

Durchfiihren einer elektrolytischen Plattierung durch 
Anlegen eines Durchlass-/SperrsUX3ms unter Verwen- 
dung einer Metallplattierungslosung, die 0,1 g/1 oder 
mehr Eisenionen enthalt, so dass Mikrodurchverbin- 25 
dungen auf der Leiterbahnplatine (23) durch eine Me- 
tallplattierung aufgefullt werden. 

2. ElekUx)lytisches Plattierungsverfahren nach An- 
spruch 1, wobei die Metallplattierungslosung so ge- 
riihrt wird, damit sie parallel zu der zu plattierenden 30 
Oberflache der Leiterbahnplatine (23) fliefit. 

3. Elektrolytisches Plattierungsverfahren nach An- 
spruch 1, wobei die unlosHche Elektrode (22) als Elek- 
trode mit vielen Offhungen konfiguriert ist. 

4. Elektrolytisches Plattierungsverfahren nach An- 35 
spruch 1, wobei 

die unlosliche Elektrode (22) als Metallnetz mit vielen 
Offhungen konfiguriert ist; und 
die Metallplattierungslosung durch eine Kupferplattie- 
rungslosung umgesetzt ist, die 0,1 g/1 oder mehr Eisen- 40 
ionen enthalt, und die eine elekUx)lytische Si)errpuls- 
plattierung durchfuhrt. 

5. Elektrolytisches Plattierungsverfahren nach An- 
spruch 1, wobei 

die Metallplattierungslosung eine Kupferplattierungs- 45 
losung ist; und 

die Leiterbahnplatine (23) eine Platine fiir gedruckte 
Schaltungen ist. 

6. Elektrolytisches Plattierungsverfahren nach An- 
spruch 1, femer mit den Schritten 50 
Anordnen eine Plattierungsbades (21), das die unlosli- 
che Elektrode (22) und die Leiterbahnplatine (23) ver- 
soigt, und eines Bades mit Kupferlosung (25), das 
Kupfmonen an das Plattierungsbad (21) zufiihrt; und 
Versetzen einer Losung innerhalb des Bades mit Kup- 55 
ferldsung (25) und der Plattierungslosung innerhalb 
des Rattierungsbades (21) in Ziii^ulation. 

7. Elektrolytische Plattierungsvorrichtung fiir eine 
Leiterbahnplatine mit 

einer unloslichen Elektrode (22), die eine einer Leiter- 60 
bahnplatine (23) gegeniiberliegende Elektrode ist; 
einer Metallplattierungslosung mit 0,1 g/1 oder mehr 
Eisenionen; und 

einer Stromquelle (24) zur Durchfiihrung von elekuo- 
lytischem Plattieren, indem ein Durchlass-/SperrsU:om 65 
zwischen der Leiterbahnplatine (23) und der unlosli- 
chen Elektrode (22) anliegt. 

8. Elektrolytische Plattierungsvorrichtung nach An- 



spruch 7, wobei auf einer Platine fiir gedruckte Schal- 
tungen ausgebildete Mikrodurchverbindungen (14) 
durch elektrolytisches Sperrpulsplattieren aufgefullt 
sind. 

9. Elektrolyiische Plattimngsvorrichtung nach An- 
spruch 7, zudem mit einer Ruhreinheit (26), welche die 
Metallplattierungslosung so umruhrt, damit die Metall- 
plattierungslosung parallel zu einer zu plattierenden 
Oberflache der Leiterbahnplatine (23) flieBt, 

10. Elektrolytische Plattierungsvorrichtung nach An- 
spruch 9, zudem mit 

einem Plattierungsbad (21), das die unlosliche Elek- 
trode und die Leiterbahnplatine (23) versorgt; und 
einem Bad mit Kupferlosung (25), das dem Plattie- 
rungsbad (21) Kupferionen zufuhrt, wobei 
die Ruhreinheit (26) eine Losung innerhalb des Bades 
mit Kupferlosung (25) und die Plattierungslosung in- 
nerhalb des Plattierungsbades (21) in ^kulation ver- 
setzt 

11. Elektrolytische Plattierungsvorrichtung nach An- 
spruch 7, wobei 

die unlosliche Elektrode (22) durch eine Elektrode mit 
vielen Offnungen umgesetzt ist; und 
die Plattierungslosung durch eine Kupferplattierungs- 
losung umgesetzt ist. 

Hierzu 8 Seite(n) Zeichnungen 
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